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1. はじめに 

フェムト秒レーザー誘起周期構造（LIPSS）の機能的応用を目的とし、LIPSS の結晶状態や周期

の制御に取り組んでいる。これまでの研究で、GaAs 基板は照射領域内に 3 つの異なる周期の LIPSS

が形成されることがわかった[1]。この現象を理解するため、レーザーのパワー、スキャン速度を変

化させてその効果を調査した。 

2. 実験方法 

IMRA America 社製の フェムト秒レーザー（FCPA μJewel D-10K；パルス幅 450fs、波長 

1045nm、繰り返し周波数 100kHz）を用いた。フラットトップビームシェイパーと集光レンズで

ビーム形状を制御し、GaAs 基板にスキャン照射した。集光後のビーム径は約 3µm で、スキャン

速度 5mm/s のとき、同一箇所へのパルス積重数は 60 回と見積もられる。 GaAs 基板は、レーザ

ー照射前後にアセトン、HF（10wt%）、超純水、IPA でそれぞれ 5 分間洗浄した。 

3. 実験結果 

 平均光強度 200mW で照射した GaAs 基板の表面 SEM 像を図 1 に示す。スキャン速度はそれぞ

れ(i)5mm/s、(ii)0.5mm/s、(iii)0.05mm/s である。 5mm/s では照射領域内に A(約 800nm)、B(約 400，

250，70nm)の周期の LIPSS 及び Fine-LIPSS（周期<λ/2）、0.5mm/s、0.05mm/s では Fine-LIPSS を

形成した。スキャン速度が遅くなる、すなわち積重数が多くなるとレーザー波長の半分以下の

Fine-LIPSS のみ形成されることがわかった。スキャン速度 0.5mm/s で平均光強度を変えた時の

LIPSS 周期を図 2 に示す。レーザーパワーが大きくなるほど、周期も大きくなる傾向が見られた。 
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図 1 表面の SEM 像 (i)5mm/s,(ii)0.5mm/s,(iii)0.05mm/s 図 2 LIPSS 周期のレーザーパワー依存 
(0.5mm/s) 
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